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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТРАНЗИСТОРНОГО СВЧ 
АВТОГЕНЕРАТОРА С ПОЛОСОВЫМ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ФИЛЬТРОМ

Существуют различные схемы твердотельных автогенераторов 
(АГ), стабилизированных диэлектрическими резонаторами (ДР). Од
ной из простых и удобных является схема с полосовым диэлектричес
ким фильтром [11.

Рассмотрим топологию транзисторного АГ (см. рисунок), в кото
рой биполярный СВЧ транзистор (БТ) типа КТ640-А2 включен по 
схеме с ОБ. Эмиттерный вывод разомкнут по СВЧ, а коллекторный 
подключен к ленточному проводнику МП1 пассивной цепи, которая 
представляет собой полосовой фильтр, состоящий из двух микропо- 
лосковых линий МП1 и МП2 с характеристическими сопротивлениями 
по 50 Ом каждая, на подложке из поликора толщиной 1 мм. Обе ли
нии связаны между собой с помощью дискового ДР, параметры кото
рого: диэлектрическая проницаемость е =  80, tg б =  3 • 10—4, диа
метр D =  10,1 мм, толщина L — 3,4 мм, резонансная частота f0 =  
=  3,75 ГГц. Входная линия МП1 нагружена на согласованную на
грузку; выходная линия МП2 на одном конце нагружена на согласо
ванную нагрузку, а на другом конце подключена к выходному кана
лу.

Нами исследовалось влияние местоположения центра ДР на ус
ловия самовозбуждения, частоту генерации и модуляционную чувст
вительность с целью оптимизации конструкции для получения мини
мальной нестабильности частоты. Было обнаружено, что имеется не
который ограниченный объем, в который необходимо поместить центр 
ДР для достижения устойчивого стационарного режима автогенерации. 
За пределами указанного объема самовозбуждение невозможно. На



рисунке показана проекция границы области, в которой помещается 
центр плоской грани ДР для получения генерации, /г — расстояние 
между плоской гранью ДР и поверхностью подложки микросхемы, мм.

Помещая ДР внутрь области, где выполняются условия генера
ции, мы исследовали зависимость частоты и модуляционной чув

ствительности от местоположения 
центра ДР, определяемого коорди- 

Вых матами х (расстояние от начала ли- 
пии), у (расстояние от наружного 
края полоска МП1 в направлении 
полоска МП2). По мере увеличения 
h частота генерации и модуляцион
ная чувствительность уменьшается. 
При возрастании х частота умень
шается, а модуляционная чувстви
тельность возрастает. При возра
стании у частота и модуляцион
ная чувствительность уменьшаются.

Приведенные эксперименталь
ные результаты позволяют опреде

лить оптимальное расположение ДР относительно подложки микро
схемы. Наименьшей модуляционной чувствительностью данная кон
струкция АГ обладает, когда ДР помещен на подставку из материала 
СТ-7 диаметром, равным диаметру ДР, и толщиной 2 мм. При этом 
проекция оси ДР на подложку должна располагаться на расстоянии 
8 мм от начала линии МП1 и в 5 мм от ее края (черный кружок на 
рисунке). Расстояние от начала линии МП1 до проекции оси равно 
четверти длины волны, а наружные края ДР и МП1 касаются. При 
этих условиях частота генерации равна 3,6 ГГц, выходная мощ
ность 8,2 мВт, модуляционная чувствительность 10 кГц/В, десяти
секундная нестабильность составляет 7*10-7 , ширина спектральной 
линии АГ 40 кГц на уровне — 40 дБ.
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